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近年，大規模太陽光発電システムにおいて，フレーム／セル間の高電位差が原因で生じる電圧誘
起劣化（potential-induced degradation: PID）と呼ばれる劣化現象が問題となっている．これま
でにCIGS薄膜太陽電池のPID挙動に関する報告があり，初期の開放電圧 Vocの低下とその後の曲
線因子FFの低下によって特徴づけられることが知られている [1]．しかしながら，CIGS太陽電池
セルの作製プロセスが PIDに与える影響は調査されていない．本研究では，KF post-deposition

treatment（KF-PDT）[2]が CIGS薄膜太陽電池セルの PIDに与える影響を調査した．
本研究にて使用したCIGS薄膜太陽電池セルの作製プロセスは文献 [3]と同様である．光吸収層

として 3段階法によって作製された膜厚 2 µmの CIGS層を有し，緩衝層として溶液成長による
50 nmの n-CdS薄膜（KF-PDTありのものについては 30 nm），緩衝層および透明電極としてス
パッタ i-ZnO/n-ZnO薄膜（60 nm/350 nm）を有する．また，表面にはAlグリッド電極を，裏面
にはスパッタMo電極（800 nm）を有する．KF-PDTを，CIGS薄膜の成膜後に CIGS上にKF

を蒸着した後 350 ◦Cで熱処理することにより行った．PID試験を，セルレベルの PID試験法 [4]

を用いて−2000 V，65◦Cという条件で実施した．
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Fig. 1: Normalized Voc (Voc/Voc,0) of the
CIGS photovoltaic cells without and with the
KF-PDT vs. PID-stress duration.

図 1には初期値で規格化した Voc（Voc/Voc,0）の
変化をPID試験時間の関数としてプロットしたもの
を示す．なお，それぞれのプロット点は，KF-PDT

なしのものは 7つの試料から，KF-PDTありのも
のは 6つの試料から得られた値の平均値として示し
てあり，エラーバーは標準偏差を示している．KF-

PDTの有無にかかわらず，PID試験によって Voc

のみが低下した．暗電流特性から，この Voc の低
下は，ダイオードの拡散電流の増加に起因するこ
とがわかった．この低下は，過去の研究 [1]で観察
された初期の Voc の低下に相当するものと考えら
れる．一方で，図 1より，KF-PDTを行ったセル
のほうがKF-PDTを行わなかったものと比較して
Vocの低下が小さい．28日間の PID試験後で比較すると，KF-PDTありのセルの Vocの低下は，
KF-PDTを行わなかったものの 3分の 1以下に抑制されていることがわかる．以上より，KF-PDT

がCIGS薄膜太陽電池セルの PID耐性を向上させる効果を持つことを示唆する．PID抑止効果の
メカニズムの仮説については当日議論する．
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